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欢迎赐稿欢迎订阅

金刚石同位素电池为极端环境芯片长时稳定供能

金刚石禁带宽度大、辐射抗性好、耐极端温度、载流子迁移率

高、辐射换能效率高，是制作辐射伏特效应同位素电池的最佳半导

体材料。金刚石同位素电池具有寿命长、耐极端环境、能量转换效

率高、易芯片集成等优势，可以用于空间探测器芯片、心脏起搏

器、微型机器人、飞机黑匣子电源、分布式传感网络等领域，具有

重要的战略价值与市场前景。哈尔滨工业大学朱嘉琦教授团队利用

氧化物介质层调控界面能带技术，有效提升金刚石换能结开路电压

至2 V以上，为金刚石同位素电池实用化奠定了基础。

(刘本建，李传龙，张森，刘康，代兵，朱嘉琦)
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